多腔體真空濺鍍與乾蝕刻系統
Mutli-Chamber Evaporation and Etching System
	品    名    及    規    格
	數量

	一、品名
多腔體真空濺鍍與乾蝕刻系統
Mutli-Chamber Evaporation and Etching System
二、規格
1、 多腔體真空濺鍍與乾蝕刻系統
數量：1台
概要：本系統適用於8吋（200mm）單面或雙面拋光晶圓，應含有至少四腔體，分別為 (1) Load-lock chamber、(2) Ion-milling chamber、(3) Evaporation chamber，以及(4) Oxidation Chamber。各腔體之間必須具備轉移閥門（transfer valves）進行隔絕，得採用四腔體直線型排列，或衛星型排列方式。系統需具備機械手臂可順利於超高真空（UHV）環境中乘載晶圓並且在各腔體之間輸送，機械手臂材質需為金屬（Metal blade），經由系統可做旋轉、延伸、升降等個方向運動之控制。機械手臂需購過伺服馬達（servo motor）進行動作、具備透過軟體進行全自動做動工能，以及具備扭力感測器（torque-sense）監控手臂受力力矩以避免應力過大而損毀。
廠商呈報：投標廠商應檢附相關報告於投標文件中，並且於開標當天呈現/說明。

(1) Load-lock chamber（或稱Substrate loading chamber）：
(a) 需可乘載直徑為8吋晶圓乾進乾出之功能。
(b) 備有機械手臂可順利於超高真空（UHV）中傳送晶片至指定區域。
(c) 備有氣動閘閥（pneumatic gate valve）與其他腔體做隔離。
(d) 備有機械門安全系統（Robot door interlock system）。
(e) 備有臭氧清洗設備，以及附屬設備，如：UV-lamp以及氧氣質流閥（mass flow control）。

(2) Ion-milling chamber：
(a) 需可乘載直徑為8吋晶圓乾進乾出之功能。
(b) 真空度需可到達 5E-9 Torr以下。
(c) 腔體需為超高真空專用 AlSi 304不鏽鋼材或優於此規格之材料所製作、腔體內部表面需經過電解拋光處理（electropolished chamber surface）、具有一 viewport 可供觀察，以及兩組可拆卸式鋁遮罩。需具有至少（含）三組燈源供使用者觀察腔體內部狀態。
(d) 備有超高真空腔體壁加熱功能（UHV chamber wall bake heaters），可通過操作系統控制加熱時間。
(e) 備有機械手臂可順利於超高真空（UHV）中傳送晶片至指定區域。
(f) 搭載氣冷式粗抽效率20 cfm（含）以上或優於此規格之乾式粗抽幫浦，以及抽率達3000 L/s以上之Cryogenic pumping system（需具備閘閥與腔體進行阻隔）。
(g) 配有至少兩個氬氣氣體質量流量控制器（MFC），且可透過軟體進行腔體壓力以及氣體流量（gas flow）。
(h) 掛載2kW（含）以上之10吋（22cm）RF-ICP 離子源（1.8MHz RF coupled）；需可支援10~1500eV之離子能量、具備低頻中性端子燈絲（low frequency neutralizer），以及水冷用之管線（cooling water feedthrough）。於八吋晶圓上之離子蝕刻不均勻率須在 +/- 5%以內。
(i) 載台可進行水平（0~360度）以及垂直角（+/- 90度以上）旋轉。於載台傾斜時需可進行水平角方向10~25 rpm或更大範圍之連續旋轉功能。
(j) 備有全自動氣動擋版於需要進行蝕刻製程時才打開。
(k) 備有氣動閘閥（pneumatic gate valve）與其他腔體做隔離。
(l) 需可透過操作系統進行全自動以及手動操作。

(3) Evaporation chamber：
(a) 需可乘載直徑為8吋晶圓乾進乾出之功能。
(b) 真空度需可到達 2E-9 Torr以下。
(c) 腔體需為超高真空專用 AlSi 304不鏽鋼材或優於此規格之材料所製作、腔體內部表面需經過電解拋光處理（electropolished chamber surface）、具有一 viewport 可供觀察，以及兩組可拆卸式鋁遮罩。需具有至少（含）三組燈源供使用者觀察腔體內部狀態。
(d) 備有超高真空腔體壁加熱功能（UHV chamber wall bake heaters），可通過操作系統控制加熱時間。
(e) 搭載氣冷式粗抽效率20 cfm（含）以上或優於此規格之乾式粗抽幫浦（可與ion-milling chamber共用），以及抽率達3000 L/s以上之Cryogenic pumping system（需具備閘閥與腔體進行阻隔）。
(f) 備有機械手臂可順利於超高真空（UHV）中傳送晶片至指定區域。
(g) 具有四組40cc之靶材腔體，需具備金屬靶材餵料功能（Metal pellet feeder）。電子槍能量源（power supply）規格為10kW（10kV – 1000mA）以上。需可程式化透過操作系統控制其電子槍掃描靶材模式。
(h) 載台可進行水平（0~360度）以及垂直角（+/- 90度以上）旋轉。於載台傾斜時需可進行水平角方向10~25 rpm或更大範圍之連續旋轉功能。需可透過操作系統進行全自動操控以及手動操控。
(i) 載台需具備液態氮冷卻功能可達到-100C甚至更低溫度，且不得犧牲載台水平以及垂直角旋轉功能（得犧牲連續水平角方向旋轉功能）。
(j) 備有全自動氣動擋版於需要進行蒸鍍製程時才打開。
(k) 金屬蒸鍍需具備薄膜均勻度校正功能，於傾斜角度 30度以上之校正後薄膜不均勻度需小於等於 +/- 4%。
(l) 備有全自動氣動擋版於需要進行蒸鍍製程時才打開。
(m) 備有氣動閘閥（pneumatic gate valve）與其他腔體做隔離。

(4) Oxidation Chamber：
(a) 需可乘載直徑為8吋晶圓乾進乾出之功能。
(b) 真空度需可到達 5E-8 Torr以下。
(c) 腔體需為超高真空專用 AlSi 304不鏽鋼材或優於此規格之材料所製作、腔體內部表面需經過電解拋光處理（electropolished chamber surface）、具有一 viewport 可供觀察，以及兩組可拆卸式鋁遮罩。需具有至少（含）三組燈源供使用者觀察腔體內部狀態。
(d) 搭載氣冷式粗抽效率20 cfm（含）以上或優於此規格之乾式粗抽幫浦（不得與其他 chamber共用），以及搭配抽率達700 L/s（含）以上之Turbo pumping system（對於氮氣之抽率需至少為680 L/s）。
(e) 備有機械手臂可順利於超高真空（UHV）中傳送晶片至指定區域。
(f) 配有至少（含）兩個高精準度流量 2slm或以上之氧氣氣體質量流量控制器（MFC）。
(g) 腔體可支援動態以及靜態氧化製程，需求如下：
· 靜態氧化：1~400Torr
· 需可透過閘閥（gate valve）在不關閉 turbo pump的條件下阻絕turbo pump與腔體之間的連結。
· 需搭配兩組真空計進行不同壓力區間之氣壓量測。例如：1~100Torr，以及50~1000Torr，投標廠商提供之真空計若大於此範圍，經需求單位同意後可接續後續投標流程。
· 動態氧化：1mTorr~900mTorr
· 需可透過系統進行全自動壓力控制以及穩壓操作。
· 氣體出氣口需具備增加氣體於腔體內分佈之花灑（showerhead）或任何有助於優化氣體分佈之設計。
· 在不控制 turbo pump轉速之條件下，需可透過節流閥（throttling valve）間接控制 turbo pump對腔體之抽率。
· 需搭配兩組真空計進行不同壓力區間之氣壓量測。例如：1~100mTorr，以及50~500mTorr，投標廠商提供之真空計若大於此範圍，經需求單位同意後可接續後續投標流程。
· 氧化製程需可透過操作系統進行全自動以及手動操控。
(h) 晶圓背面可施加 200W 以上 RF 偏壓供製程元件進行表面乾式清洗。
(i) 備有殘存氣體偵測儀（Residual gas analyzer - RGA）可檢測環境氣體含量。

三、保固
(1) 系統，以及產品於驗收合格日起保固12個月。
(2) 保固期間內，廠商不得據以要求增加額外服務費用（含工資、交通費等）。
(3) 保固期限內，中研院得要求廠商免費提供操作軟體升級。
(4) 保固期限內，廠商需與中研院共同開發相關製程參數。
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